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VIN ���� 3.60 7.0 V

VUVLO �������	�� VIN
� 3.45 V

ΔVUVLO ������� 100 mV

VOVP �������	 VIN�����
� 6.23 V

ΔVOVP ������� 500 mV

IDD ������ ��� 1 mA

ISD ������

VBAT> VIN 10.0

μA0.6V <VBAT< VIN 11.0

VBAT<0.6V 8.0

IBAT ������

���� 22.0

μA���� VBAT=8.4V 3.8

VIN=0V 0.02

VCV ������ 8.35 8.40 8.425 V

ΔVRCH Recharge�� 200 mV

VTRK  �!"�� 5.6 V

VSHORT ��#$�	 2 V

VTRON BLOCK%�&'(��
VBAT>VTRK,

VTRON= VBAT-VIN

170 mV

fSW )�*+ 600K Hz

RNFET )� NMOS'(,- 80 mΩ

RPFET BLOCK PMOS'(,- 120 mΩ

VENH VSEN.��/01�2 0.6 V

VENL VSEN.��/03�2 0.4 V

VOVPB BAT.������ 8.80 V

ICC 4�56����

RICHG=6.8K，VIN=5V

0.85 A

ITC  �56���� 140 mA

IBS #$56���� 75 mA

ITERM 7"���� 120 mA

AI ��89:; AI=ICC/IICHG 6000

VICHG ICHG.4�56<=�� 1 V

VVSEN VSEN.>��	�� 1.2 V

TSD ?��@A 140 ℃

ΔT @A��� 30 ℃










